
 EGB75N65RF47 

WWW.ENMBOR-CHIP.COM -1- 

 

 

•• 

 
 
 

单管，采用高速沟槽栅/场终止 IGBT，超快速恢复二极管。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐压 
电流 

@100oC 
饱和压降 

@25oC 
二极管正向压降 

@25oC 
封装 

方式 

650 V 75A 1.65V 1.4 V TO-247 

 

 

 
 

IGBT 
 

参数 条件 符号 值 单位 

集电极－发射极电压 Tvj=25oC VCES 650 V 
连续集电极直流电流 TC=100oC,Tvj max=175oC IC nom 75 A 
集电极重复峰值电流 TP=1ms ICRM 150 A 
总功率损耗 TC=25oC,Tvj max=175oC Ptot 395 W 
栅极－发射极峰值电压  VGES ±30 V 

 
 
 

 

参数 条件 符号 值 单位 

反向重复峰值电压 Tvj=25oC VRRM 650 V 
连续正向直流电流  IF 75 A 
正向重复峰值电流 TP=1ms IFRM 150 A 

 
 
 

 

参数 条件 符号 值 单位 

芯片对管壳热阻（IGBT） Per IGBT RϴJC 0.38 oC/W 
芯片对管壳热阻（FRD） Per FRD RϴJC 0.48 oC/W 

二极管最大额定值 

热阻特性 

TO-247 

初步数据 

电气特性 

•低开关损耗 

•低饱和压降 

•扩展性的工作结温 Tvj op 

典型应用 

•充电桩 

•电磁感应加热 

•太阳能控制器 

•UPS 电源 

最大额定值 

http://www.enmbor-chip.com/
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 条件 符号 Min. Typ. Max. 单位 

集电极－发射极饱和电压 IC = 75 A, VGE = 15 V 

IC = 75 A, VGE = 15 V 

Tvj = 25°C 

Tvj = 150°C 

 
VCE sat 

 1.65 

1.90 

 V 

V 
栅极阈值电压 IC = 750 μA, VCE = VGE , Tvj = 25°C VGEth 3.2 4.0 4.8 V 
内部栅极电阻 Tvj = 25°C RGint  0  Ω 

输入电容 f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25V, VGE = 0 V Cies  3800  pF 
输入电容 f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25V, VGE = 0 V Coes  80  pF 

反向传输电容 f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25V, VGE = 0 V Cres  17  pF 
集电极-发射极截止电流 VCE = 650 V, VGE = 0 V, Tvj = 25°C ICES   75 μA 
栅极-发射极漏电流 VCE = 0 V, VGE = 20 V, Tvj = 25°C IGES   100 nA 
开通延迟时间(电感负载) IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGon =8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

td on 

 28  ns 

ns 

ns 
上升时间(电感负载) IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGon =8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

tr 

 33  ns 

ns 

ns 
关断延迟时间(电感负载) IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGoff = 8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

td off 

 174  ns 

ns 

ns 
下降时间(电感负载) IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGoff = 8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

tf 

 41  ns 

ns 

ns 
开通损耗能量 (每脉冲) IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGon = 8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

Eon 

 2.25  mJ 

mJ 

mJ 
关断损耗能量 (每脉冲） IC = 75 A, VCE = 400 V 

VGE = ±15 V 

RGoff =8.0Ω 

Tvj = 25°C 

Tvj = 125°C 

Tvj = 150°C 

 

Eoff 

 0.95  mJ 

mJ 

mJ 
栅电荷 VGE =15 V, VCC = 520 V，IC=75A Qg  160  nC 

在开关状态下温度  Tvj op -40  150 oC 

http://www.enmbor-chip.com/
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封装尺寸 
 

单位：mm 
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产品说明书包含了基本数据和适用范围。技术人员必须评估产品数据并正确使用产品。 

规范中的所有信息均真实可靠。如果您对产品数据有任何超出规格的要求或对我们的产品有任何疑问，请联

系负责您的销售办事处。 

我们的产品禁止用于危害健康和国家利益的非法犯罪活动。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGBXXNXXRFXX 
 

公司代号 封装外形标识，例如：F47：TO-247； 
F20：TO-220 

IGBT产品 
 

连续集电极直流电流
如80表示80A等 

低内阻 

集电极－发射极电压 
如65表示650V，120表示1200V 

 

沟道极性标识：N代表Ｎ型，Ｐ代表Ｐ型 

使用条款 

命名规则 

http://www.enmbor-chip.com/
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